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On assiste ces derniéres années a une course intense pour l'identification de
nouveaux composés 2D présentant des propriétés ferromagnétiques. Parmi eux, le
monoplan métallique 1T-VSe; suscite beaucoup d'intérét, depuis de récents travaux
mettant en avant du ferromagnétisme a température ambiante [1]. Ce résultat est
cependant controversé pour le matériau pur, qui présente une phase onde de
densité de charge (ODC) jusqu'a T ambiante, défavorable au ferromagnétisme [2,3].

Nous proposons une stratégie pour supprimer la phase ODC et ainsi restaurer le
ferromagnétisme dans le systéme, via l'incorporation de Pt durant la croissance MBE
d'une monocouche de VSe,. La concentration visée en Pt est modérée (moins de
35%), régime ou un comportement ferromagnétique 2D a récemment été rapporté
[4]. L'alliage VixPtSe, est sondé ici par STM/STS cryogénique (Fig. 1a). Nos
mesures montrent qu'a faible concentration en Pt (7% et 21%), I'ordre ODC est
maintenu a courte distance (domaines de taille < 5nm) (Fig. 1b/haut), associé a une
déplétion de la LDOS au niveau de Fermi Er (Fig. 1c). A 33 % de Pt, un alliage plus
homogéene est obtenu, pour lequel la phase ODC a complétement disparu (Fig. 1b,
bas). Nous mesurons un gap dans la LDOS a Ef, dont la taille varie spatialement (a
I'échelle de quelques nm) entre 20 et 60 meV, reflétant les modulations de
composition Pt/V. Ce gap, que nous attribuons a un effet de charge, correspond a
une phase isolante du matériau ferromagnétique (Fig. 1d) [5].
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Figure 1. (a) Image STM d'un film V. Pt,Se, synthétisé par MBE sur graphéne épitaxial sur SiC.
Concentration Pt x=0.33, tension échantillon: Vs-+0.5V. (b) Images STM de la phase ODC (haut, x=0.2,
Vs=-0.1V) et de la phase isolante (bas, x=0.33, Vs=+0.5V). (c,d) Spectres dI/dV(V) associé
respectivement a ces 2 phases. Les 3 spectres sur (d), mesurés en des points distants de quelques nm,
illustrent les variations spatiales du gap.
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